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Fremgangsmate til & utfere skrive- og leseoperasjoner i en passiv 
matriseminne og apparat for a utfore fremgangsmiten 
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I en fremgangsmite til 4 utf0re lese- og 
skriveoperasjoner i en passiv matriseadressert 
minnegruppe av minneceller som omfatter elektrisk 
polariserbart materiale som viser 
polarisasjonsremanens, spesielt et elektret- eller 
ferroelektrisk materiale, hvor en logisk verdi Iagret 
i en minnecelle er representert av en forekommende 
polarisasjonstilstand i minnecellen, begrenses 
starrelsen av poiarisasjonsforandring i det 
polariserbare materiale under hver lese- og 
skrivesyklus til en verdi definert av en 
kontroUkretsinnretning som styrer lese- og 
skriveoperasjonene, idet verdien varierer fra 0 til en 
ervre grense svarende til metningen av 
polarisasjonen og er konsistent med 
forhindsbestemte kriterier for en pilitelig deteksjon 
av en logisk tilstand for en minnecelle. 

Et apparat for a utfere lese- og skriveoperasjoner i 
en passiv matriseadressert minnegruppe innbefattet 
i apparatet og som omfatter minneceller som 
rommer et elektrisk polariserbart materiale som ' 
viser polarisasjonsremanens, spesielt et 
ferroelektrisk materiale, omfatter en 
kontrolllo'etsinnretning som styrer lese- og 



skriveoperasjonene samt en krets som justerer en 
p&trykking av spenning for adressering av 
minnecellene for a begrense sterrelsen av 
poiarisasjonsforandring i det polariserbare 
materiale under enhver lese- og skrivesyklus til en 
verdi definert av kontrollkretsinnretningen. 
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Abstract not available for NO20003507 
Abstract of correspondent: US2002027794 

In a method for performing read and write 
operations in a passive matrix-addressed 
memory array of memory cells comprising an 
electrically polarizable material exhibiting 
polarization remanence, in particular an electret 
or ferroelectric material, wherein a logical value 
stored in a memory cell is represented by an 
actual polarization state in the memory cell, a 
degree of polarization in the polarizable material 
is limited during each read and write cycle to a 
value defined by a circuit device controlling the 
read and write operations, with said value 
ranging from zero to an upper limit corresponding 
to saturation of the polarization and consistent 
with predetermined criterta for a reliable detection 
of a logic state of a memory cell. An apparatus 
for performing write and read operations in a 
passive matrix-addressed memory array 
encompassed by the apparatus and comprising 
memory cells containing an electrically 
polarizable material exhibiting polarization 
remanence, in particularly a ferroelectric material, 
comprises circuitry which adjusts an application 
of voltages for addressing the memory cells in 
order to limit a degree of polarization change in 
the polarizable material during each read and 
write cycle to value defined by a circuit controlling 
said read and write operation 
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